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はじめに 

IoT やクラウドコンピューティングの発展

によって情報通信量が著しく増加し続けてい

る。そのため、従来の電気配線を大容量・低

消費電力な光配線へと切り替える光インター

コネクションが着目されている。本研究室で

は Si 基板上に InP 薄膜と Si 基板を直接貼り付

けした InP/Si基板上において InP面にⅢ-Ⅴ族デ

バイスを MOVPE 成長させる方法を提案し、

光インターコネクション実現に向け、Si 基板

上半導体レーザについての研究を行っている。 

実験方法 

MOVPE 法を用いて InP 基板上に GaInAs/InP 
(1.5µm)/GaInAs を成長し、InP 基板及び GaInAs
層をエッチングすることで GaInAs/InP 層を得

た。この薄膜層と Si 基板を H2SO4:H2O2:H2O 溶

液により-OH 基終端した後に接合、窒素雰囲

気下で加熱、加圧することで InP/Si 基板を作

製した。その後、InP 基板、InP/Si 基板を同じ

リアクタ内に投入し MOVPE 法を用いて Fig.1
に示すような圧縮歪 SCH-MQW 構造を結晶成

長した。活性層は GaInAsP(1.5Q) well 層

8nm/GaInAsP(1.2Q) barrier 層 10nm の 7 周期

MQW であり、well 層に 0%～1.07%の圧縮歪を

加えた SCH-MQW レーザの成長を行った。歪

量は InP 基板上に成長した GaInAsP バルク構

造の InP との格子定数差である。SCH 層は

GaInAsP(1.2Q)100nmであり、成長温度は 650oC、
成長圧力は 60Torr である。 

実験結果 

InP/Si 基板上に成長したブロードレーザの

測定を行い、しきい値電流密度の最低値を

Fig.2 にまとめた。InP/Si 基板上では 0.46%でし

きい値が最も低い点が測定された。また、InP
基板では 1.07％で最もしきい値の低い点が測

定されており、これらの結果から InP/Si 基板

上では InP と Si の熱膨張係数差により基板内

に圧縮歪が発生したことで、しきい値のピー

クが遷移し、InP と比べ、低い歪量で最低し

きい値を取る点が測定されたと推定できる。 
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Fig.2  InP/Si 基板上レーザの歪量としきい値電流密度 
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Fig.1 InP/Si基板上レーザの層構造 
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